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SiC 半導体は水分解や CO2還元に適したバンドギャップを有し、我々は SiC 半導体が水分解・

CO2 還元を実際に行えることを報告している[1-3]。しかし、CO2 還元反応は多電子反応かつ多反

応経路が存在するため、反応制御が容易ではない。本研究は、CH4生成に向けた CO2還元を目的

として、p型 4H-SiCに Ni助触媒を担持する効果を明らかにした。p型 4H-SiC試料は、8.0°off-axis 

基板を使用し、この試料裏面に Ptをスパッタ蒸着、アニール処理することで電極を作製した。SiC

表面には Niをナノ粒子として形成した[2]。測定系は 3電極式電気化学セル、KHCO3(0.1M)の飽和

CO2溶液、対極として Pt電極を用いてクロノアンペアメトリー測定を行い、その際の光反応によ

って発生するガスの測定を行った。照射光は 100 mW/cm2のキセノンランプを使用した。 

試料に-1 V vs Ag/AgClの電位を印加した条件下において、光電流は Ni担持によって約 20%向上

しており、Niが助触媒として作用していることが確認できた。図 1に示すようにガスの生成量は

時間に比例している。図 2に 4H-SiCと Ni/4H-SiCの同時間における生成気体量の比較を示す。Ni 

は H2発生の助触媒として働くので、H2生成量が増加している。また、4H-SiC では CO のみ発生

している（ファラデー効率 4%）が、Ni/4H-SiCのみ CH4生成が確認でき、CO、CH4のファラデー

効率はそれぞれ 0.29 %、0.36 %である。これは助触媒 Niが炭素原子との吸着性が高いために 8電

子反応の生成物 CH4の生成選択性を向上させたと考えられる[4]。これらの結果により Ni 助触媒

による CH4生成は確認できたが生成量・選択性ともに改善の余地がある。Agや Cuといった異な

った金属助触媒を用いることで、さらなる CO2還元の選択性の向上が期待でき[4]、3C-SiCといっ

た可視光応答の半導体を用いることで、より効率的な CO2還元光電極の作製が期待できる。 
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